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(57)摘要

本实用新型公开一种具有防突波功能的发

光装置，其包括：一整流模块、一发光模块、一限

流模块以及一防突波模块。发光模块电性连接于

整流模块，发光模块包括多个并联的发光单元，

且每一个发光单元包括多个串联的发光组件。限

流模块包括多个分别电性连接于多个发光单元

的限流芯片，每一个限流芯片具有一内建的金属

氧化物半导体场效晶体管。防突波模块包括多个

分别电性连接于多个限流芯片的金属氧化物半

导体场效晶体管，多个金属氧化物半导体场效晶

体管都电性连接于整流模块。借此，本实用新型

能避免限流模块的多个限流芯片会因为发光装

置的开启或者关闭所产生的突波而造成损坏。
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1.一种具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述具有防突波功能的发光装置包

括：

一整流模块；

一发光模块，所述发光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并

联的发光单元，且每一个所述发光单元包括多个串联的发光组件；

一限流模块，所述限流模块包括多个分别电性连接于多个所述发光单元的限流芯片，

其中，每一个所述限流芯片具有一内建的金属氧化物半导体场效晶体管；以及

一防突波模块，所述防突波模块包括至少一电性连接于每一个所述限流芯片与所述整

流模块之间的金属氧化物半导体场效晶体管。

2.根据权利要求1所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，所述发光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的围绕式

边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述发光组件，以形成一位于所述电路基板

上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述发光组件的

透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述胶体限位空

间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

3.根据权利要求1所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，且所述发

光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的第一围

绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕所述第一围绕式边

框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所述第一发光群组，以

形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发光群组以及所述第一

围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二围绕式边框胶体之间

的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸部，且所述第二围绕式

边框胶体具有一第二接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的

第一透光胶体以及一设置在所述电路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其

中，所述第一透光胶体以及所述第二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第

二围绕式边框胶体所围绕且分别被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位

空间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

4.一种具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述具有防突波功能的发光装置包

括：

一整流模块；

权　利　要　求　书 1/3 页

2

CN 207150897 U

2



一发光模块，所述发光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并

联的发光单元，且每一个所述发光单元包括多个串联的发光组件；

一限流模块，所述限流模块包括多个分别电性连接于多个所述发光单元的限流芯片，

其中，每一个所述限流芯片具有一内建的金属氧化物半导体场效晶体管；以及

一防突波模块，所述防突波模块包括多个分别电性连接于多个所述限流芯片的金属氧

化物半导体场效晶体管，其中，多个所述金属氧化物半导体场效晶体管都电性连接于所述

整流模块。

5.根据权利要求4所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，所述发光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的围绕式

边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述发光组件，以形成一位于所述电路基板

上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述发光组件的

透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述胶体限位空

间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

6.根据权利要求4所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，且所述发

光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的第一围

绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕所述第一围绕式边

框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所述第一发光群组，以

形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发光群组以及所述第一

围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二围绕式边框胶体之间

的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸部，且所述第二围绕式

边框胶体具有一第二接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的

第一透光胶体以及一设置在所述电路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其

中，所述第一透光胶体以及所述第二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第

二围绕式边框胶体所围绕且分别被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位

空间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

7.一种具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述具有防突波功能的发光装置包

括：

一整流模块；

一发光模块，所述发光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并

联的发光单元，且每一个所述发光单元包括多个串联的发光组件；以及
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多个限流组件，多个所述限流组件分别电性连接于多个所述发光单元，其中，每一个限

流组件包括一电性连接于相对应的所述发光单元的限流芯片以及一电性连接于所述限流

芯片与所述整流模块之间的金属氧化物半导体场效晶体管，且每一个所述限流芯片具有一

内建的金属氧化物半导体场效晶体管。

8.根据权利要求7所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，所述发光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的围绕式

边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述发光组件，以形成一位于所述电路基板

上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述发光组件的

透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述胶体限位空

间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

9.根据权利要求7所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述发光模块包括

一电路基板，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，且所述发

光模块包括：

一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上的第一围

绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕所述第一围绕式边

框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所述第一发光群组，以

形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发光群组以及所述第一

围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二围绕式边框胶体之间

的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸部，且所述第二围绕式

边框胶体具有一第二接合凸部；以及

一封装单元，所述封装单元包括一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的

第一透光胶体以及一设置在所述电路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其

中，所述第一透光胶体以及所述第二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第

二围绕式边框胶体所围绕且分别被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位

空间内；

其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过

所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

10.根据权利要求7所述的具有防突波功能的发光装置，其特征在于，所述整流模块为

一桥式整流器。
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具有防突波功能的发光装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种发光装置，特别是涉及一种具有防突波功能的发光装置。

背景技术

[0002] 发光二极管(LED)与传统光源的相比，发光二极管具有体积小、省电、发光效率佳、

寿命长、操作反应速度快以及与水银等有毒物质的污染相比无热辐射等优点。因此近几年

来，发光二极管的应用已极为广泛。过去由于发光二极管的亮度还无法取代传统的照明光

源，但随着技术的不断提升，目前已研发出高照明辉度的高功率发光二极管，其足以取代传

统的照明光源。然而，现有技术的发光装置会因为开启或者关闭所产生的突波而造成损坏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种具有防突波

功能的发光装置。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型所采用的其中一技术方案是，提供一种具有

防突波功能的发光装置，其包括：一整流模块、一发光模块、一限流模块以及一防突波模块。

所述发光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并联的发光单元，且

每一个所述发光单元包括多个串联的发光组件。所述限流模块包括多个分别电性连接于多

个所述发光单元的限流芯片，其中，每一个所述限流芯片具有一内建的金属氧化物半导体

场效晶体管。所述防突波模块包括至少一电性连接于每一个所述限流芯片与所述整流模块

之间的金属氧化物半导体场效晶体管。

[0005] 更进一步地，所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围

绕地成形在所述电路基板上的围绕式边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述

发光组件，以形成一位于所述电路基板上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一

接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述

发光组件的透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述

胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生

的光源通过所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

[0006] 更进一步地，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，

且所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电

路基板上的第一围绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕

所述第一围绕式边框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所

述第一发光群组，以形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发

光群组以及所述第一围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二

围绕式边框胶体之间的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸

部，且所述第二围绕式边框胶体具有一第二接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括

一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的第一透光胶体以及一设置在所述电
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路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其中，所述第一透光胶体以及所述第

二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第二围绕式边框胶体所围绕且分别

被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安

置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过所述防爆结构的一透光组件而

投射至所述防爆结构的外部。

[0007] 为了解决上述的技术问题，本实用新型所采用的另外一技术方案是，提供一种具

有防突波功能的发光装置，其包括：一整流模块、一发光模块、一限流模块以及一防突波模

块。所述发光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并联的发光单

元，且每一个所述发光单元包括多个串联的发光组件。所述限流模块包括多个分别电性连

接于多个所述发光单元的限流芯片，其中，每一个所述限流芯片具有一内建的金属氧化物

半导体场效晶体管。所述防突波模块包括多个分别电性连接于多个所述限流芯片的金属氧

化物半导体场效晶体管，其中，多个所述金属氧化物半导体场效晶体管都电性连接于所述

整流模块。

[0008] 更进一步地，所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围

绕地成形在所述电路基板上的围绕式边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述

发光组件，以形成一位于所述电路基板上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一

接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述

发光组件的透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述

胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生

的光源通过所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

[0009] 更进一步地，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，

且所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电

路基板上的第一围绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕

所述第一围绕式边框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所

述第一发光群组，以形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发

光群组以及所述第一围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二

围绕式边框胶体之间的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸

部，且所述第二围绕式边框胶体具有一第二接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括

一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的第一透光胶体以及一设置在所述电

路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其中，所述第一透光胶体以及所述第

二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第二围绕式边框胶体所围绕且分别

被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安

置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过所述防爆结构的一透光组件而

投射至所述防爆结构的外部。

[0010] 为了解决上述的技术问题，本实用新型所采用的另外再一技术方案是，提供一种

具有防突波功能的发光装置，其包括：一整流模块、一发光模块以及多个限流组件。所述发

光模块电性连接于所述整流模块，其中，所述发光模块包括多个并联的发光单元，且每一个

所述发光单元包括多个串联的发光组件。多个所述限流组件分别电性连接于多个所述发光

单元，其中，每一个限流组件包括一电性连接于相对应的所述发光单元的限流芯片以及一
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电性连接于所述限流芯片与所述整流模块之间的金属氧化物半导体场效晶体管，且每一个

所述限流芯片具有一内建的金属氧化物半导体场效晶体管。

[0011] 更进一步地，所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围

绕地成形在所述电路基板上的围绕式边框胶体，其中，所述围绕式边框胶体围绕多个所述

发光组件，以形成一位于所述电路基板上的胶体限位空间，且所述围绕式边框胶体具有一

接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括一成形在所述电路基板上以覆盖多个所述

发光组件的透光胶体，其中，所述透光胶体被所述围绕式边框胶体所围绕且被局限在所述

胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生

的光源通过所述防爆结构的一透光组件而投射至所述防爆结构的外部。

[0012] 更进一步地，多个所述发光组件被区分成一第一发光群组以及一第二发光群组，

且所述发光模块包括：一边框单元，所述边框单元包括一通过涂布以围绕地成形在所述电

路基板上的第一围绕式边框胶体以及一通过涂布以围绕地成形在所述电路基板上且围绕

所述第一围绕式边框胶体的第二围绕式边框胶体，其中，所述第一围绕式边框胶体围绕所

述第一发光群组，以形成一第一胶体限位空间，所述第二围绕式边框胶体围绕所述第二发

光群组以及所述第一围绕式边框胶体，以形成一位于所述第一围绕式边框胶体与所述第二

围绕式边框胶体之间的第二胶体限位空间，所述第一围绕式边框胶体具有一第一接合凸

部，且所述第二围绕式边框胶体具有一第二接合凸部；以及一封装单元，所述封装单元包括

一设置在所述电路基板上以覆盖所述第一发光群组的第一透光胶体以及一设置在所述电

路基板上以覆盖所述第二发光群组的第二透光胶体，其中，所述第一透光胶体以及所述第

二透光胶体分别被所述第一围绕式边框胶体以及所述第二围绕式边框胶体所围绕且分别

被局限在所述第一胶体限位空间以及所述第二胶体限位空间内；其中，所述发光装置被安

置在一防爆结构的内部，且所述发光模块所产生的光源通过所述防爆结构的一透光组件而

投射至所述防爆结构的外部。

[0013] 更进一步地，所述整流模块为一桥式整流器。

[0014] 本实用新型的其中一有益效果在于，本实用新型所提供的一种具有防突波功能的

发光装置，其能通过“所述金属氧化物半导体场效晶体管电性连接于所述限流模块与所述

整流模块之间”的技术方案，以避免所述限流模块的多个所述限流芯片会因为所述发光装

置的开启或者关闭所产生的突波而造成损坏。

[0015] 为使能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容，请参阅以下有关本实用新型

的详细说明与附图，然而所提供的附图仅用于提供参考与说明，并非用来对本实用新型加

以限制。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型第一实施例所提供具有防突波功能的发光装置的原理图。

[0017] 图2为本实用新型第一实施例所提供具有防突波功能的发光装置的电路示意图。

[0018] 图3为本实用新型第一实施例所提供具有防突波功能的发光装置的其中一种发光

模块的立体示意图。

[0019] 图4为本实用新型第一实施例所提供具有防突波功能的发光装置的另外一种发光

模块的立体示意图。
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[0020] 图5为本实用新型第一实施例所提供具有防突波功能的发光装置的另外一种发光

模块的剖面示意图。

[0021] 图6为本实用新型第三实施例所提供具有防突波功能的发光装置的原理图。

[0022] 图7为本实用新型第四实施例所提供具有防突波功能的发光装置的原理图。

[0023] 图8为本实用新型第五实施例的防爆灯具的示意图。

具体实施方式

[0024] 以下是通过特定的具体实施例来说明本实用新型所公开有关“具有防突波功能的

发光装置”的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本实用新型的优

点与效果。本实用新型可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用，本说明书中的各项

细节也可基于不同观点与应用，在不悖离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。另外，

本实用新型的附图仅为简单示意说明，并非依实际尺寸的描绘，事先声明。以下的实施方式

将进一步详细说明本实用新型的相关技术内容，但所公开的内容并非用以限制本实用新型

的保护范围。

[0025] 第一实施例

[0026] 请参阅图1与图2所示，本实用新型第一实施例提供一种具有防突波功能的发光装

置Z，其包括：一整流模块M1、一发光模块M2、一限流模块M3以及一防突波模块M4。

[0027] 首先，配合图1与图2所示，整流模块M1电性连接于一交流电源P，并且发光模块M2

电性连接于整流模块M1。另外，发光模块M2包括多个并联的发光单元2，并且每一个发光单

元2包括多个串联的发光组件20。举例来说，交流电源P可为一般100V至240V之间的家用电

源，并且整流模块M1可为一种桥式整流器或者桥式整流芯片。

[0028] 再者，配合图1至图5所示，发光模块M2包括一电路基板1以及一设置在电路基板1

上且电性连接于电路基板1的发光单元2，并且发光单元2包括多个设置在电路基板1上且电

性连接于电路基板1的发光组件20。

[0029] 举其中一例来说，如图3所示，每一个发光组件20可为一发光二极管芯片。另外，发

光模块M2还进一步包括一边框单元3及一封装单元4。更进一步来说，边框单元3包括一通过

涂布的方式以围绕地成形在电路基板1上的围绕式边框胶体30。围绕式边框胶体30围绕多

个发光组件20，以形成一位于电路基板1上的胶体限位空间300，并且围绕式边框胶体30具

有一接合凸部3000(或一接合凹部)。关于接合凸部3000(或接合凹部)的成形方式，当围绕

式边框胶体30从起始点移动至终止点时(也就是围绕成形制作程序快结束时)，接合凸部

3000(或接合凹部)就会自然产生。此外，封装单元4包括一成形在电路基板1上以覆盖发光

组件20的透光胶体40，并且透光胶体40会被围绕式边框胶体30所围绕且被局限在胶体限位

空间300内。

[0030] 举另外一例来说，配合图4与图5所示，多个发光组件20被区分成一第一发光群组

2a以及一第二发光群组2b。另外，发光模块M2还进一步包括一边框单元3及一封装单元4。边

框单元3包括一通过涂布方式以围绕地成形在电路基板1上的第一围绕式边框胶体30a以及

一通过涂布方式以围绕地成形在电路基板1上且围绕第一围绕式边框胶体30a的第二围绕

式边框胶体30b。其中，第一围绕式边框胶体30a围绕第一发光群组2a，以形成一第一胶体限

位空间300a。第二围绕式边框胶体30b围绕第二发光群组2b以及第一围绕式边框胶体30a，
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以形成一位于第一围绕式边框胶体30a与第二围绕式边框胶体30b之间的第二胶体限位空

间300b。此外，封装单元4包括一设置在电路基板1上以覆盖第一发光群组2a的第一透光胶

体40a以及一设置在电路基板1上以覆盖第二发光群组2b的第二透光胶体40b。其中，第一透

光胶体40a以及第二透光胶体40b分别被第一围绕式边框胶体30a以及第二围绕式边框胶体

30b所围绕且分别被局限在第一胶体限位空间300a以及第二胶体限位空间300b内。

[0031] 承上所言，配合图4以及图5所示，第一发光群组2a包括多个设置在电路基板1上且

电性连接于电路基板1的第一发光组件20a，第二发光群组2b包括多个设置在电路基板1上

且电性连接于电路基板1的第二发光组件20b，并且第一发光组件20a与第二发光组件20b都

可为发光二极管芯片。另外，第一围绕式边框胶体30a与第二围绕式边框胶体30b排列成一

同心圆状，第二发光群组2b设置在第一围绕式边框胶体30a与第二围绕式边框胶体30b之

间，并且第二发光群组2b围绕第一围绕式边框胶体30a。再者，第一围绕式边框胶体30a具有

一第一接合凸部3000a(或一第一接合凹部)，并且第二围绕式边框胶体30b具有一第二接合

凸部3000b(或一第二接合凹部)。换句话说，当第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边框

胶体30b)的围绕成形制作程序快结束时，第一接合凸部3000a(或第二接合凸部3000b)就会

自然产生。

[0032] 承上所言，配合图4以及图5所示，第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边框胶

体30b)的制作方法，至少包括下列几个步骤：(1)首先，环绕地涂布液态胶材(图中未示出)

于电路基板1的上表面，其中液态胶材可被随意地围绕成一预定的形状(例如圆形、方形、长

方形等等)，液态胶材的触变指数(thixotropic  index)可介于4至6之间，涂布液态胶材于

电路基板1的上表面的压力可介于350至450kpa之间，涂布液态胶材于电路基板1的上表面

的速度可介于5至15mm/s之间，并且环绕地涂布液态胶材于电路基板1的上表面的起始点与

终止点为大约相同的位置，因此起始点与终止点会有一胶体些许凸出的外观结构(也就是

第一接合凸部3000a或第二接合凸部3000b)；(2)然后，再固化液态胶材以形成第一围绕式

边框胶体30a，其中液态胶材可透过烘烤的方式硬化，烘烤的温度可介于120至140度之间，

并且烘烤的时间可介于20至40分钟之间。借此，第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边

框胶体30b)的上表面都为一圆弧形，第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边框胶体30b)

相对于电路基板1上表面的圆弧切线T的角度θ都可介于40至50度之间，第一围绕式边框胶

体30a(或第二围绕式边框胶体30b)的顶面相对于电路基板1的上表面的高度H都可介于0.3

至0.7mm之间，第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边框胶体30b)底部的宽度W都可介于

1 .5至3mm之间，第一围绕式边框胶体30a (或第二围绕式边框胶体30b)的触变指数

(thixotropic  index)都可介于4至6之间，并且第一围绕式边框胶体30a(或第二围绕式边

框胶体30b)都为一内部包括无机添加颗粒的白色热硬化边框胶体。

[0033] 另外，配合图1与图2所示，限流模块M3包括多个分别电性连接于多个发光单元2的

限流芯片5，并且每一个限流芯片5具有一内建的金属氧化物半导体场效晶体管50(也就是

内建的MOSFET)。此外，防突波模块M4包括至少一电性连接于每一个限流芯片5与整流模块

M1之间的金属氧化物半导体场效晶体管6(Metal-Oxide-SemiconductorField-

EffectTransistor，MOSFET)。

[0034] 借此，由于至少一金属氧化物半导体场效晶体管6电性连接于限流模块M3与整流

模块M1之间，所以至少一金属氧化物半导体场效晶体管6就能够作为发光装置Z的突波吸收
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器。也就是说，发光装置Z因为开启或者关闭而产生的突波(Surge)会被至少一金属氧化物

半导体场效晶体管6所吸收，所以限流模块M3的多个限流芯片5就不会因为发光装置Z的开

启或者关闭所产生的突波而造成损坏。

[0035] 第二实施例

[0036] 请参阅图6所示，本实用新型第二实施例提供一种具有防突波功能的发光装置Z，

其包括：一整流模块M1、一发光模块M2、一限流模块M3以及一防突波模块M4。由图6与图1的

比较可知，本实用新型第二实施例与第一实施例最大的差别在于：在第二实施例中，防突波

模块M4包括多个分别电性连接于多个限流芯片5的金属氧化物半导体场效晶体管6，并且多

个金属氧化物半导体场效晶体管6都电性连接于整流模块M1。

[0037] 借此，由于多个金属氧化物半导体场效晶体管6电性连接于限流模块M3与整流模

块M1之间，所以多个金属氧化物半导体场效晶体管6就能够作为发光装置Z的突波吸收器。

也就是说，发光装置Z因为开启或者关闭而产生的突波(Surge)会被多个金属氧化物半导体

场效晶体管6所吸收，所以限流模块M3的多个限流芯片5就不会因为发光装置Z的开启或者

关闭所产生的突波而造成损坏。

[0038] 第三实施例

[0039] 请参阅图7所示，本实用新型第三实施例提供一种具有防突波功能的发光装置Z，

其包括：一整流模块M1、一发光模块M2以及多个限流组件M5。由图7与图6的比较可知，本实

用新型第三实施例与第二实施例最大的差别在于：在第三实施例中，多个限流组件M5分别

电性连接于多个发光单元2，并且每一个限流组件M5包括一电性连接于相对应的发光单元2

的限流芯片5以及一电性连接于限流芯片5与整流模块M1之间的金属氧化物半导体场效晶

体管6。

[0040] 借此，由于多个金属氧化物半导体场效晶体管6电性连接于限流模块M3与整流模

块M1之间，所以多个金属氧化物半导体场效晶体管6就能够作为发光装置Z的突波吸收器。

也就是说，发光装置Z因为开启或者关闭而产生的突波(Surge)会被多个金属氧化物半导体

场效晶体管6所吸收，所以限流模块M3的多个限流芯片5就不会因为发光装置Z的开启或者

关闭所产生的突波而造成损坏。

[0041] 第四实施例

[0042] 请参阅图8所示，本实用新型第四实施例提供一种防爆灯具。更进一步来说，具有

防突波功能的发光装置Z会被安置在防爆结构S的内部，以构成第四实施例的防爆灯具。举

例来说，配合图1与图8所示，当发光装置Z被安置在防爆结构S的内部后，发光装置Z的发光

模块M2所产生的光源L会通过防爆结构S的一透光组件S10而投射至防爆结构S的外部。然

而，本发明不以第四实施例所举的例子为限，本实用新型具有防突波功能的发光装置Z可以

作为任何灯具种类的光源核心。

[0043] 实施例的有益效果

[0044] 本实用新型的其中一有益效果在于，本实用新型所提供的一种具有防突波功能的

发光装置Z，其能通过“金属氧化物半导体场效晶体管6电性连接于限流模块M3与整流模块

M1之间”的技术方案，以避免限流模块M3的多个限流芯片5会因为发光装置Z的开启或者关

闭所产生的突波而造成损坏。

[0045] 借此，由于金属氧化物半导体场效晶体管6电性连接于限流模块M3与整流模块M1
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之间，所以金属氧化物半导体场效晶体管6就能够作为发光装置Z的突波吸收器。也就是说，

发光装置Z因为开启或者关闭而产生的突波(Surge)会被金属氧化物半导体场效晶体管6所

吸收，所以限流模块M3的多个限流芯片5就不会因为发光装置Z的开启或者关闭所产生的突

波而造成损坏。

[0046] 以上所公开的内容仅为本实用新型的优选可行实施例，并非因此局限本实用新型

的权利要求书的保护范围，所以凡是运用本实用新型说明书及附图内容所做的等效技术变

化，均包含于本实用新型的权利要求书的保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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图6
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图7
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图8
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